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１ ． は じ め に ：  リーキー SAW(Leaky SAW: 
LSAW)は，バルク波を放射しながら伝搬する

ために伝搬減衰を有している．著者らは，回転

Y カット X 伝搬 LiNbO3(Y-X LN)基板上に高音

速な AlN 薄膜を装荷すると，ゼロの伝搬減衰

(ゼロ減衰)と，LN よりも大きな結合係数 K2が

同時に得られるカット角と膜厚が存在するこ

とを明らかにした[1]．しかし，LiTaO3(LT)基板

への適用では，そのような条件は無いことがわ

かった[2]．本報告では，より大きな K2を得る

ための条件を探索するために，ScAlN 圧電薄膜

を回転 Y-X LT 基板に装荷した場合の LSAW 伝

搬特性を理論解析した結果について述べる． 
 

２．理論解析： ScAlN 圧電薄膜の材料定数とし

て Konno らの報告値[3]を用いて，ScAlN/回転

Y-X LT 上の LSAW 伝搬特性を計算した．LT 基

板のカット角を 0°に固定し(0°Y-X LT)，ScAlN
のオイラー角(0°, , 0°)のうち，を 0°, 90°, -90°, 
180°とした場合の規格化膜厚 h/λ(λ: 波長)に対

する K2 計算値(境界面短絡)を Fig. 1 に示す．

=90°の場合，すなわち，ScAlN の分極の方向

が LT のものと同じとき，LSAW の K2が増加す

る薄膜が存在することがわかった．を 90°に
固定し，LT の Y 軸からのカット角に対する K2

を計算した結果を Fig. 2 に示す．パラメータは

h/λ である．膜厚の増加に従って，K2は一旦増

加しその後減少した．同時に，ゼロ減衰を示す

カット角が負の方向にシフトしたが，AlN 薄膜

の場合[2]と比較すると，そのシフト量は小さ

い．これらの結果より，カット角が 33°，
h/λ=0.15 のとき，未装荷のカット角 36°の場合

(K2=5.2%)よりも大きな 8.5%の K2と，ゼロ減衰

が同時に得られることがわかった． 
 
３．FEM 解析： ScAlN(0°, 90°, 0°)/33°Y-X LT 構
造において，薄膜と基板の境界に SAW 共振子

(IDT40.5 対，反射器 70 本，Al 電極厚 0.2 m)
を形成したモデルに対して，共振特性の FEM
解析を行い，36°Y-X LT のものと比較した．解

析結果を Fig. 3 に示す．ScAlN 薄膜装荷の場合

では，共振と反共振の間に不要応答が現れてい

るが，h/λ=0.10 のとき比帯域幅は 3.3%であり，

36°Y-X LT の 1.9%よりも大きな値が得られた． 
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Fig. 1  K2 vs normalized film thickness h/λ  

on ScAlN(0°, , 0°)/0°Y-X LT. 
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Fig. 2  K2 vs cut angle on ScAlN(0°, 90°, 0°) 

/rotated Y-X LT. 
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Fig. 3  FEM simulation of resonance properties on 

ScAlN(0°, 90°, 0°)/33°Y-X LT. 
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